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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成23年4月21日(2011.4.21)

【公開番号】特開2008-287219(P2008-287219A)
【公開日】平成20年11月27日(2008.11.27)
【年通号数】公開・登録公報2008-047
【出願番号】特願2008-47585(P2008-47585)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ   5/08     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/26     (2006.01)
   Ｇ０２Ｂ   5/28     (2006.01)
   Ｈ０１Ｓ   3/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ   5/08    　　　Ａ
   Ｇ０２Ｂ   5/26    　　　　
   Ｇ０２Ｂ   5/28    　　　　
   Ｈ０１Ｓ   3/02    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年3月3日(2011.3.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２００ｎｍ未満のレーザシステムに使用するための素子であって、
　基体、
　各々が、少なくとも一層の高屈折率フッ化物材料および少なくとも一層の低屈折率フッ
化物材料を含む、１つまたは複数の周期のフッ化物コーティング材料、および
　前記フッ化物コーティング材料の周期の少なくとも１つの最上面に施された、シリカ、
ＦドープトＳｉＯ2、ＮドープトＳｉＯ2およびＡｌ2Ｏ3ドープトＳｉＯ2からなる群より
選択される非晶質ＳｉＯ2系材料の少なくとも１つの層、
を備え、
　前記高屈折率フッ化物材料が１．６５から１．７５の範囲の屈折率を有し、前記低屈折
率フッ化物材料が１．３５から１．４５の範囲の屈折率を有し、
　前記フッ化物コーティング材料の各周期の厚さが５０ｎｍから９０ｎｍの範囲にあり、
該コーティング材料の各周期内にある前記高屈折率フッ化物材料の層の厚さが２０ｎｍか
ら４０ｎｍの範囲にあり、前記コーティング材料の各周期内にある前記低屈折率フッ化物
材料の層の厚さが３０ｎｍから５０ｎｍの範囲にあることを特徴とする素子。
【請求項２】
　前記フッ化物コーティング材料の周期の数が１より多く、前記非晶質ＳｉＯ2系材料の
少なくとも１つの層が、１より多い周期の数の少なくとも２つの周期の間に挿入されてお
り、
　前記素子に施された最後のコーティング材料が、シリカ、ＦドープトＳｉＯ2、Ｎドー
プトＳｉＯ2およびＡｌ2Ｏ3ドープトＳｉＯ2からなる群より選択されるＳｉＯ2材料の層
であることを特徴とする請求項１記載の素子。
【請求項３】
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　前記高屈折率フッ化物材料と前記低屈折率フッ化物材料の周期の間に挿入された前記Ｓ
ｉＯ2系材料の層の厚さが５ｎｍから７５ｎｍの範囲にあることを特徴とする請求項２記
載の素子。
【請求項４】
　前記素子に施された最後のコーティング材料が、１０ｎｍから１５０ｎｍの範囲の厚さ
を持つＳｉＯ2材料の層であり、該材料が、シリカ、ＦドープトＳｉＯ2、ＮドープトＳｉ
Ｏ2およびＡｌ2Ｏ3ドープトＳｉＯ2からなる群より選択されることを特徴とする請求項２
記載の素子。
【請求項５】
　前記素子が、反射ミラー、ビームスプリッタ、プリズム、レンズ、および出力カプラか
らなる群より選択されることを特徴とする請求項１記載の素子。
【請求項６】
　前記高屈折率フッ化物材料がＧｄＦ3およびＬａＦ3からなる群より選択され、
　前記低屈折率フッ化物材料がＭｇＦ2、ＣａＦ2およびＡｌＦ3からなる群より選択され
ることを特徴とする請求項１記載の素子。
【請求項７】
　前記基体と前記フッ化物コーティング材料の最初の周期との間に非晶質ＳｉＯ2材料の
コーティングを備え、該非晶質ＳｉＯ2材料が、該基体に施されたときに、前記非晶質Ｓ
ｉＯ2系材料の少なくとも１つの層に加えられていることを特徴とする請求項１から６い
ずれか１項記載の素子。
【請求項８】
　前記基体と前記フッ化物コーティング材料の最初の周期との間に施された前記ＳｉＯ2

材料のコーティングの厚さが５ｎｍから７５ｎｍの範囲にあることを特徴とする請求項７
記載の素子。
【請求項９】
　２００ｎｍ未満のレーザシステムに使用するための反射ミラー素子であって、
　基体、
　各々が、少なくとも一層の高屈折率フッ化物材料および少なくとも一層の低屈折率フッ
化物材料を含む、複数の周期のフッ化物コーティング材料、および
　前記フッ化物コーティング材料の周期の間または前記複数の周期の積層体の間に挿入さ
れた、シリカ、ＦドープトＳｉＯ2、ＮドープトＳｉＯ2およびＡｌ2Ｏ3ドープトＳｉＯ2

からなる群より選択される非晶質ＳｉＯ2系材料の複数の層、
を備え、
　前記基体と前記フッ化物コーティング材料の最初の周期との間のＳｉＯ2系材料の層の
厚さおよび前記複数の周期の間の厚さが５ｎｍから７５ｎｍの範囲にあり、
　前記ミラー素子の最後のコーティング材料が、非晶質ＳｉＯ2材料の層であり、該層が
１０ｎｍから１５０ｎｍの範囲の厚さを有することを特徴とする反射ミラー素子。
【請求項１０】
　前記基体と前記高屈折率フッ化物材料および前記低屈折率フッ化物材料の最初の周期と
の間に非晶質ＳｉＯ2材料のコーティングを備えることを特徴とする請求項９記載の反射
ミラー素子。
【請求項１１】
　２００ｎｍ未満のレーザシステムに使用するのに適したフッ化物被覆素子を製造する方
法であって、
　基体を提供し、
　エネルギーを用いた蒸着技法を用いて、前記基体を１つまたは複数の周期のフッ化物コ
ーティング材料で被覆し、
　さらに、エネルギーを用いた蒸着技法を用いて、非晶質ＳｉＯ2材料で被覆し、それに
よって、２００ｎｍ未満のレーザシステムに使用するのに適したフッ化物被覆素子を形成
する、
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各工程を有してなり、
　前記基体を１つまたは複数の周期のフッ化物コーティング材料で被覆する工程が、各周
期が、一層の高屈折率フッ化物材料および一層の低屈折率フッ化物材料を含むような被覆
を意味することを特徴とする方法。
【請求項１２】
　複数のフッ化物コーティング材料による被覆が完了した後に、前記素子を非晶質シリカ
の最終層で被覆する工程をさらに含むことを特徴とする請求項１１記載の方法。
【請求項１３】
　前記フッ化物コーティング材料の最初の周期を施す前に、前記基体を一層の非晶質Ｓｉ
Ｏ2材料で被覆する工程をさらに含み、該非晶質ＳｉＯ2材料が、シリカ、ＦドープトＳｉ
Ｏ2、ＮドープトＳｉＯ2およびＡｌ2Ｏ3ドープトＳｉＯ2からなる群より選択されること
を特徴とする請求項１１または１２記載の方法。
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